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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示体の製造方法

(57)【要約】
【課題】微細構造物を利用してなる有機ＥＬ表示体を製
造したい。
【解決手段】図１（ａ）に示すように、透明基板１０表
面に画素形成位置に近接して複数の微細構造物２０を嵌
め込み、絶縁性の保護薄膜１２で覆う。次いで、コンタ
クトホール１３を形成した後、画素の形成位置に対応し
て複数の透明電極１４を形成する。次いで、図１（ｂ）
に示すように、画素形成領域４０以外を除いた部分に、
絶縁性の厚膜であるバンク１５を形成する。次いで、図
１（ｃ）に示すように、インクジェット方式によって液
状の材料を画素形成領域１４に塗布し、それを乾燥させ
るという作業を繰り返すことにより、画素形成領域１４
に、正孔注入層４１及び有機ＥＬ層４２からなる発光層
４３を形成する。そして、図１（ｄ）に示すように、透
明基板１０の表面に、蒸着法或いはスパッタリング法に
よって、アルミニウム等の金属製の陰極層１６を形成す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機ＥＬ素子を画素として利用した表示
体の製造方法であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が
作り込まれた複数の微細構造物を透明基板の表面に嵌め
込みさらにその表面を絶縁性の保護薄膜で覆う微細構造
物嵌め込み工程と、前記駆動回路に導通する透明電極を
前記透明基板の前記保護薄膜上に形成する透明電極形成
工程と、前記透明電極が形成された前記透明基板の表面
のうち前記画素の形成領域以外に絶縁性の画素領域分離
膜を形成する画素領域分離膜形成工程と、前記画素領域
分離膜によって分離された前記画素の形成領域に有機Ｅ
Ｌ層を含む発光層を形成する発光層形成工程と、前記発
光層が形成された透明基板表面を陰極層で覆う陰極層形
成工程と、を備えたことを特徴とする有機ＥＬ表示体の
製造方法。
【請求項２】  前記画素領域分離膜形成工程では、絶縁
性の厚膜を前記画素領域分離膜として形成する請求項１
記載の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項３】  有機ＥＬ素子を画素として利用した表示
体の製造方法であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が
作り込まれた複数の微細構造物を透明基板の表面に嵌め
込みさらにその表面を絶縁性の保護薄膜で覆う微細構造
物嵌め込み工程と、前記駆動回路に導通する透明電極を
前記透明基板の前記保護薄膜上に形成する透明電極形成
工程と、前記透明基板の表面のうち少なくとも前記透明
電極が形成されていない領域を絶縁膜で覆う絶縁膜形成
工程と、前記絶縁膜が形成された前記透明基板の表面の
うち前記画素の形成領域以外に撥液性の膜を形成する撥
液性膜形成工程と、前記撥液性の膜が形成された後に前
記画素の形成領域に有機ＥＬ層を含む発光層を形成する
発光層形成工程と、前記発光層が形成された透明基板表
面を陰極層で覆う陰極層形成工程と、を備えたことを特
徴とする有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項４】  前記撥液性膜形成工程では、撥液性の自
己組織化膜を形成する請求項３記載の有機ＥＬ表示体の
製造方法。
【請求項５】  前記撥液性膜形成工程では、前記自己組
織化膜の材料としてフルオロアルキルシランを用いる請
求項４記載の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項６】  前記発光層形成工程では、インクジェッ
ト方式により前記発光層を形成する請求項１乃至請求項
５のいずれかに記載の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項７】  前記微細構造物嵌め込み工程では、前記
透明基板の表面に前記微細構造物の形状に合わせた凹部
を設け、液体中でその凹部内に前記微細構造物を嵌め込
む請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の有機ＥＬ表
示体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、有機ＥＬ表示体
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の製造方法に関し、特に、有機ＥＬ素子の駆動回路が作
り込まれた微細構造物を備える表示体の製造方法を提供
するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来から、電子回路要素が作り込まれた
微細構造物（microstructure）を利用して電子機器を製
造する方法が存在する（例えば、米国特許第５９０４５
４５号明細書、米国特許第５８２４１８６号明細書、米
国特許第５７８３８５６号明細書、米国特許第５５４５
２９１号明細書等参照。）。
【０００３】即ち、微細構造物を利用した製造方法であ
ると、電子機器の基板上に多数の電子回路が散在するよ
うな構成であっても、半導体材料を無駄にしなくて済む
等の利点が享受できる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような微細構造物を次世代のディスプレイとして注目さ
れている有機ＥＬ表示体の製造方法に適用した例は、現
在のところ報告されておらず、早急な開発が望まれてい
た。本発明は、このような要求に基づいてなされたもの
であって、有機ＥＬ素子の駆動回路が作り込まれた微細
構造物を備える表示体の製造方法を提供することを目的
としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１に係る発明は、有機ＥＬ素子を画素として
利用した表示体の製造方法であって、前記有機ＥＬ素子
の駆動回路が作り込まれた複数の微細構造物を透明基板
の表面に嵌め込みさらにその表面を絶縁性の保護薄膜で
覆う微細構造物嵌め込み工程と、前記駆動回路に導通す
る透明電極を前記透明基板の前記保護薄膜上に形成する
透明電極形成工程と、前記透明電極が形成された前記透
明基板の表面のうち前記画素の形成領域以外に絶縁性の
画素領域分離膜を形成する画素領域分離膜形成工程と、
前記画素領域分離膜によって分離された前記画素の形成
領域に有機ＥＬ層を含む発光層を形成する発光層形成工
程と、前記発光層が形成された透明基板表面を陰極層で
覆う陰極層形成工程と、を備えた。
【０００６】請求項２に係る発明は、上記請求項１に係
る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法において、前記
画素領域分離膜形成工程では、絶縁性の厚膜を前記画素
領域分離膜として形成するようにした。一方、上記目的
を達成するために、請求項３に係る発明は、有機ＥＬ素
子を画素として利用した表示体の製造方法であって、前
記有機ＥＬ素子の駆動回路が作り込まれた複数の微細構
造物を透明基板の表面に嵌め込みさらにその表面を絶縁
性の保護薄膜で覆う微細構造物嵌め込み工程と、前記駆
動回路に導通する透明電極を前記透明基板の前記保護薄
膜上に形成する透明電極形成工程と、前記透明基板の表
面のうち少なくとも前記透明電極が形成されていない領
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域を絶縁膜で覆う絶縁膜形成工程と、前記絶縁膜が形成
された前記透明基板の表面のうち前記画素の形成領域以
外に撥液性の膜を形成する撥液性膜形成工程と、前記撥
液性の膜が形成された後に前記画素の形成領域に有機Ｅ
Ｌ層を含む発光層を形成する発光層形成工程と、前記発
光層が形成された透明基板表面を陰極層で覆う陰極層形
成工程と、を備えた。なお、撥液性膜形成工程で形成さ
れる膜は、その膜以外が露出している他の部分に比べて
相対的に撥液性が高ければよい。
【０００７】これら請求項１～３に係る発明によれば、
有機ＥＬ素子の駆動回路を含む微細構造物を利用した有
機ＥＬ表示体を製造することができる。また、請求項２
に係る発明によれば、画素の形成領域同士の分離に厚膜
を利用し、その厚膜で微細構造物の全体を覆うようにな
るから、陰極層と微細構造物との間の垂直方向距離がそ
の厚膜によって確保でき、その部分の寄生容量が小さく
なり、微細構造物内の駆動回路を時定数が小さくなって
有機ＥＬ素子を高速動作させる上で有利であるし、ま
た、後述の請求項６に係る発明のようにインクジェット
方式により材料を塗布するような場合に、厚膜が、画素
形成領域からの材料の流出を防止するという利点もあ
る。
【０００８】そして、請求項４に係る発明では、上記請
求項３に係る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法にお
いて、前記撥液性膜形成工程では、撥液性の自己組織化
膜を形成するようにした。また、請求項５に係る発明で
は、上記請求項４に係る発明である有機ＥＬ表示体の製
造方法において、前記撥液性膜形成工程では、前記自己
組織化膜の材料としてフルオロアルキルシランを用いる
こととした。
【０００９】ここで、「自己組織化膜」（ＳＡＭ：Ｓｅ
ｌｆ－Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ  Ｍｏｎｏｌａｙｅｒｓｅ）
とは、その膜の形成面の構成原子と結合可能な官能基が
直鎖分子に結合されている化合物を、気体または液体の
状態で構成面と共存させることにより、前記官能基が膜
形成面に吸着して膜形成面の構成原子と結合し、直鎖分
子が膜形成面上に形成された緻密な単分子膜である。こ
の単分子膜は、化合物の膜形成面に対する自発的な化学
吸着によって形成されることから、自己組織化膜と称さ
れる。
【００１０】なお、自己組織化膜については、Ａ．Ｕｌ
ｍａｎ著の「Ａｎ  Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  ｔｏ  
Ｕｌｔｒａｔｈｉｎ  Ｏｒｇａｎｉｃ  Ｆｉｌｍ  ｆｒ
ｏｍＬａｎｇｍｕｉｒ－Ｂｌｏｄｇｅｔｔ  ｔｏ  Ｓｅ
ｌｆ－Ａｓｓｅｍｂｌｙ」（Ａｃａｄｅｍｉｃ  Ｐｒｅ
ｓｓ  Ｉｎｃ．Ｂｏｓｔｏｎ，１９９１）の第３章に詳
細に記載されている。
【００１１】そして、請求項５に係る発明で自己組織化
膜の材料として用いられるフルオロアルキルシランとし
ては、ヘプタデカフルオロテトラヒドロデシルトリエト
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キシシラン、ヘプタデカフルオロテトラヒドロデシルト
リクロロシラン、トリデカフルオロテトラヒドロオクチ
ルトリクロロシラン、トリフルオロプロピルトリメトキ
シシラン等が挙げられる。
【００１２】即ち、親液性である絶縁膜に対してフルオ
ロアルキルシランを用いて自己組織化膜を形成すると、
フルオロアルキルシランのシリル基と絶縁膜表面のヒド
ロキシル基との間に加水分解によってシロキサン結合が
生じ、直鎖分子の末端にフルオロアルキル基（ＣＦ

3
（ＣＦ

2
）
n
－）が配置されるため、得られる自己組織

化膜の表面は撥液性となる。
【００１３】また、請求項５に係る発明は、上記請求項
１～４に係る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法にお
いて、前記絶縁膜形成工程で前記透明電極の材料として
親液性材料を用いたものである。自己組織化膜を全面に
形成した段階では、絶縁膜及び透明電極の全面が覆われ
ることになるが、その自己組織化膜を、例えばマスクを
利用した紫外線照射によって部分的に分解して画素が形
成される領域から除去すると、その下地（絶縁膜又は透
明電極）が現れた部分は全て周囲に比べて相対的に親液
性であり、自己組織化膜が残った部分は周囲に比べて相
対的に撥液性となるから、その後の発光層形成工程にお
いて発光層を高精度に成膜する上で極めて有利となる。
【００１４】そして、請求項６に係る発明は、上記請求
項１～５に係る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法に
おいて、前記発光層形成工程では、インクジェット方式
により前記発光層を形成するようにした。この請求項６
に係る発明であれば、インクジェット方式を採用したた
め、微細な画素を形成する上で有利である。
【００１５】また、請求項７に係る発明は、上記請求項
１～６に係る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法にお
いて、前記微細構造物嵌め込み工程では、前記透明基板
の表面に前記微細構造物の形状に合わせた凹部を設け、
液体中でその凹部内に前記微細構造物を嵌め込むように
した。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。図１乃至図４は本発明の第１の実
施の形態を示す図であって、図１は、本発明に係る有機
ＥＬ表示体の製造方法の工程を示す断面図である。即
ち、図１（ａ）に示すように、ガラス製或いは合成樹脂
製の透明基板１０の表面には、後に画素が形成される位
置に近接して、複数の微細構造物２０が嵌め込まれてい
る。微細構造物２０内には有機ＥＬ素子の駆動回路が作
り込まれており、その微細構造物２０の表面には外部の
電源等と電気的な接続を行うための複数のパッド２１が
形成されている。
【００１７】微細構造物２０自体の製造方法や透明基板
１０への嵌め込み方法等は、米国特許第５９０４５４５
号明細書、米国特許第５８２４１８６号明細書、米国特
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許第５７８３８５６号明細書、米国特許第５５４５２９
１号明細書等に詳しいため、ここでは簡単に説明する
と、先ずは、図２に示すように、半導体ウエハ３０に公
知のフォトリソ工程等を用いてトランジスタや配線等か
ら構成される駆動回路を複数形成する。次いで、半導体
ウエハ３０の裏面を研磨して所定の厚さとした後に、分
割線３１に沿って分割して個々の微細構造物２０に分離
する。
【００１８】そして、図３に示すように、微細構造物２
０の裏面形状と嵌合可能な形状の凹部１１がプレス等に
よって形成された透明基板１０を、その上面を上方に向
けて液体３２中に載置するとともに、多数の微細構造物
２０を透明基板１０上面を沿うように液体３２中を移動
させることにより、微細構造物２０を凹部１１内に嵌め
込むというものである。なお、微細構造物２０の嵌め込
みが完了したら、その微細構造物２０の離脱を防止する
ために、透明基板１０の表面を、絶縁性の保護薄膜１２
で覆う（微細構造物嵌め込み工程）。
【００１９】次いで、保護薄膜１２を部分的に開口し金
属が埋設されたコンタクトホール１３を形成し、透明基
板１０上に形成される電源線や信号線等との電気的な接
続を行う。さらに、保護薄膜１２上に透明電極層を成膜
しこれをパターニングして、画素の形成位置に対応して
複数の透明電極（ＩＴＯ電極）１４を形成する（透明電
極形成工程）。なお、図１（ａ）には、微細構造物２０
の一部分の真上に透明電極１４の一部が位置するととも
に、その微細構造物２０の透明電極１４と重なり合った
部分に、駆動回路のうち有機ＥＬ素子に電流を供給する
ための端子に接続された電極パッド２１が形成され、そ
の電極パッド２１と透明電極１４とがコンタクトホール
１３のみを介して導通するようになっている様子が示さ
れている。
【００２０】次いで、図１（ｂ）に示すように、透明電
極１４が形成されている透明基板１０の表面のうち画素
形成領域４０以外を除いた部分に、画素領域分離膜であ
る絶縁性の厚膜としてのバンク１５を、例えばポリイミ
ド等の材料を用いて公知のフォトリソ工程によって形成
する（画素領域分離膜形成工程）。また、バンク表面を
撥液性にすることにより、後で述べるインクジェット方
式による液体材料のパターニングがより良好になること
が明らかになった。ヘリウムとＣＦ
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とを含むガスをチ

ャンバーへ導入してプラズマを発生し、そのプラズマ中
にバンク１５が形成された後の透明基板１０を挿入する
と、ポリイミドで形成されたバンク１５の表面のみ撥液
性を示し、それ以外の透明電極１４の表面は親液性を保
ったままとなる。
【００２１】図４は、微細構造物２０、透明電極１４及
び画素形成領域４０の形成位置を平面視で示しており、
画素形成領域４０以外の部分（ハッチングで示す領域）
がバンク１５で覆われている様子が判る。また、微細構
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造物２０と透明電極１４とがそれらの一部分において重
なり合っている様子や、微細構造物２０の全体がバンク
１５で覆われている様子も判る。
【００２２】次いで、図１（ｃ）に示すように、インク
ジェット方式によって液状の材料を画素形成領域１４に
塗布し、それを乾燥させるという作業を繰り返すことに
より、画素形成領域１４に、正孔注入層４１及び有機Ｅ
Ｌ層４２からなる発光層４３を形成する（発光層形成工
程）。なお、インクジェット方式により材料を画素形成
領域４０に選択的塗布しても、現在のインクジェット方
式であれば打ち込み位置精度が極めて高いという点と、
厚いバンク１５が画素形成領域４０からの材料の流出を
防止するという点とによって、発光層４３の形成位置は
高精度に制御することができる。
【００２３】そして、図１（ｄ）に示すように、透明基
板１０の表面に、蒸着法或いはスパッタリング法によっ
て、アルミニウム等の金属製の陰極層１６を形成する
（陰極層形成工程）。これによって、発光層４３に電流
の供給が可能となり、そこから発せられた光は、図１
（ｄ）に示すように、透明電極１４、保護薄膜１２及び
透明基板１０を通じて、その透明基板１０の裏面側から
外部に照射されるようになるから、透明基板１０の裏面
側が有機ＥＬ表示体の表示面となる。
【００２４】このように、本実施の形態によって、微細
構造物２０を利用してなる有機ＥＬ表示体を製造するこ
とができる。また、本実施の形態では、画素形成領域４
０同士の分離にバンク１５を利用しており、そのバンク
１５で微細構造物２０の全体を覆うようにしているか
ら、陰極層１６と微細構造物２０との間の垂直方向距離
がそのバンク１５によって確保でき、その部分の寄生容
量が小さくなり、微細構造物２０内の駆動回路を時定数
が小さくなって有機ＥＬ素子を高速動作させる上で有利
である。
【００２５】そして、本実施の形態では、図１や図４に
示したように、微細構造物２０の一部分（角部分）の真
上に透明電極１４の一部分（角部分）を位置させ、その
重なり合った部分に電極パッド２１を設け、その電極パ
ッド２１と透明電極１４との間のコンタクトホール１３
のみを介して導通させる一方で、透明電極１４の周縁を
除いた中央部に画素形成領域４０を設けることにより、
微細構造物２０と画素形成領域４０とが重なり合わない
ようにし、もって開口率の増大を図っている。
【００２６】図５及び図６は本発明の第２の実施の形態
を示す図であって、本発明に係る有機ＥＬ表示体の製造
方法の工程を示す断面図である。なお、上記第１の実施
の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その重複する
説明は省略する。即ち、図５（ａ）に示すように、図１
（ａ）の場合と同様の工程により微細構造物２０を透明
基板１０表面に嵌め込むとともに（微細構造物嵌め込み
工程）、親液性の材料からなる透明電極１４を形成する
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（透明電極形成工程）。
【００２７】次いで、図５（ｂ）に示すように、透明基
板１０の表面全体をシリコン酸化膜等の親液性の材料か
らなる絶縁膜で覆った後にそれをパターニングすること
により、透明電極１４が形成されていない領域、つまり
保護薄膜１２が露出している領域を絶縁膜５０で覆う
（絶縁膜形成工程）。そして、同じく図５（ｂ）に示す
ように、透明基板１０の表面全体を、撥液性の膜として
の自己組織化膜５１で覆う。この自己組織化膜５１は、
絶縁膜５０がパターニングされた状態の透明基板１０
と、ヘプタデカフルオロテトラヒドロデシルトリエトキ
シシランを、同一の密閉容器に入れて９６時間室温で放
置することにより形成した。
【００２８】次いで、図５（ｂ）のような状態となった
透明基板１０の表面に、マスクを介して紫外線を選択的
に照射することにより、図５（ｃ）に示すように、透明
基板１０上に載っていた自己組織化膜５１のうち、画素
形成領域４０の自己組織化膜５１を分解し除去する。こ
れにより、画素形成領域４０は親液性となり、それ以外
の部分、つまり自己組織化膜５１が残っている部分は、
撥液性となる（撥液性膜形成工程）。
【００２９】次いで、図６（ａ）に示すように、上記第
１の実施の形態の場合と同様のインクジェット方式によ
り、正孔注入層４１の材料４１ａを画素形成領域４０に
塗布する。すると、上記のような親液性、撥液性のパタ
ーンが形成されているから、材料４１ａは画素形成領域
４０内に留まり、それを乾燥させることにより正孔注入
層４１が形成される。同様に、インクジェット方式によ
って有機ＥＬ層４２を形成し、図６（ｂ）に示すように
発光層４３を形成する（発光層形成工程）。
【００３０】そして、図６（ｃ）に示すように、上記第
１の実施の形態と同様の工程によって陰極層１６を形成
する（陰極層形成工程）。これによって、発光層４３に
電流の供給が可能となり、そこから発せられた光は、図
６（ｃ）に示すように、透明電極１４、保護薄膜１２及
び透明基板１０を通じて、その透明基板１０の裏面側か
ら外部に照射されるようになるから、透明基板１０の裏
面側が有機ＥＬ表示体の表示面となる。
【００３１】このように、本実施の形態によっても、微
細構造物２０を利用してなる有機ＥＬ表示体を製造する
ことができる。また、本実施の形態にあっては、上記第
１の実施の形態のようなバンク１５を用いるのではな
く、自己組織化膜５１を利用して親液性、撥液性のパタ
ーンを形成し、正孔注入層４１や有機ＥＬ層４２の材料
をインクジェット方式により選択的に画素形成領域４０
に塗布するようにしているから、有機ＥＬ表示体の薄型
化を図る上で有利な構造となっている。
【００３２】しかも、自己組織化膜５１の下地には絶縁*
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*膜５０を形成するようにしているから、単分子膜と称さ
れるように自己組織化膜５１が極めて薄くても、陰極層
１６と微細構造物２０の電極パッド２１との間が短絡し
てしまうようなことも防止できる。
【００３３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る有機
ＥＬ表示体の製造方法によれば、微細構造物を利用して
なる有機ＥＬ表示体を製造することができる。特に、請
求項２に係る発明によれば、画素の形成領域同士の分離
に厚膜を利用しており、その厚膜で微細構造物の全体を
覆うようにしているから、陰極層と微細構造物との間の
垂直方向距離がその厚膜によって確保でき、その部分の
寄生容量が小さくなり、微細構造物内の駆動回路を時定
数が小さくなって有機ＥＬ素子を高速動作させる上で有
利である。
【００３４】また、請求項４、５に係る発明によれば、
自己組織化膜を利用して親液性、撥液性のパターンを形
成し、発光層の材料を選択的に画素の形成領域に塗布す
るようにしているから、有機ＥＬ表示体の薄型化を図る
上で有利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態の製造工程を示す断面図であ
る。
【図２】微細構造物の製造方法の説明図である。
【図３】微細構造物を透明基板に填め込む工程の説明図
である。
【図４】微細構造物、透明電極、バンク及び画素形成領
域の位置関係を示す平面図である。
【図５】第２の実施の形態の製造工程を示す断面図であ
る。
【図６】第２の実施の形態の製造工程を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
１０        透明基板
１１        凹部
１２        保護薄膜
１３        コンタクトホール
１４        透明電極
１５        バンク（絶縁性の画素領域分離膜、絶縁性
の厚膜）
１６        陰極層
２０        微細構造物
２１        電極パッド
４１        正孔注入層
４２        有機ＥＬ層
４３        発光層
５１        絶縁膜
５２        自己組織化膜（撥液性の膜）
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